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第 三次审 查意见 通知书

1・区| 审查员 已经收 到申请 ⼈于丝 年匝⽉ 也⽇ 提交的 意见陈 述书， 在 此基础 上审查 员对上 述专利 申请继

续进 ⾏实质 审查。
⼝根 据国家 知识产 权局于 年— ⽉ ⽇作出 的复审 决定， 审查员 对上述 专利申 请继续 进⾏实

质 审查。

2・ ⼝经 审查， 申 请⼈于 ― 提交 的修改⽂件， 不符 合专利 法实施 细则第 51 条第 3 款的 规定， 不予 接受。
3, 继续 审查是 针对下 列申请 ⽂件进 ⾏的：
⼝上述 意见陈 述书中 所附的 经修改 的申请 ⽂件。
区| 前 次审查意见通 知书所 针对的 申请⽂ 件以及 上述意 见陈述 书中所 附的经 修改的 申请⽂ 件替换 ⽂件。
⼕| 前次审 查意见 通知书 所针对 的申请 ⽂件。
⼕| 上述复 审决定 所确定 的申请 ⽂件。

4,  ⼝本通 知书未 引⽤新 的对⽐ ⽂件。
区| 本通知 书引⽤ 下列对 ⽐⽂件 (其编号 续前， 并在今 后的审 查过程 中继续 沿⽤) :

编号 ⽂件号 或名称 公 开⽇期
(或 抵触申 请的申 请⽇)

2 1)8 2017179026 1 20170622

5・ 审查的 结论性 意见：
关于说 明书：
⼝申请 的内容 属于专 利法第 5 条规 定的不 授予专 利权的 范围。
⼕| 说 明书不 符合专 利法第 26 条第 3 款的 规定。
⼝说 明书的 修改不 符合专 利法第 33 条的 规定。
⼝说明 书的撰 写不符 合专利 法实施 细则第 17 条的 规定。

关于 权利要 求书:

纸件 申请， 回函 请寄： 100088 北 京市海 淀区蓟 门桥⻄ ⼟城路 6 号 国家 知识产 权局专 利局受 理处收
电⼦ 申请， 应当 通过电 ⼦专利 申请系 统以电 ⼦⽂件 形式提 交相关 ⽂件。 除 另有规 定外， 以纸 件等其 他形式 提交的
⽂件视为未 提交。
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刁? 国 家知识 产权局
⼝权 利要求 ⼀ 不 符合专 利法第 2 条第 2 款的 规定。
⼝权 利要求 ⼀ 不 符合专 利法第 9 条第 1 款的 规定。
⼝权 利要求 不 具备专 利法第 22 条第 2 款规 定的新 颖性。
区权 利要求 1-32 不 具备专 利法第 22 条第 3 款规 定的创 造性。
⼝权 利要求 不 具备专 利法第 22 条第 4 款规 定的实 ⽤性。
⼝权 利要求 属于专 利法第 25 条规 定的不 授予专 利权的 范围。
⼝权 利要求 ⼀ 不 符合专 利法第 26 条第 4 款的 规定。
⼝权 利要求 ⼀ 不 符合专 利法第 31 条第 1 款的 规定。
⼝权 利要求 的 修改不 符合专 利法第 33 条的 规定。
⼝权 利要求 不符 合专利 法实施 细则第 19 条的 规定。
⼝权 利要求 不符 合专利 法实施 细则第 20 条的 规定。
⼝权 利要求 不符 合专利 法实施 细则第 21 条的 规定。
⼝权 利要求 不符 合专利 法实施 细则第 22 条的 规定。

⼝ 申请不 符合专 利法第 26 条第 5 款或 者实施 细则第 26 条的 规定。
⼕| 申请不 符合专 利法第 20 条第 1 款的 规定。
⼝ 分案申 请不符 合专利 法实施 细则第 43 条第 1 款的 规定。
上述 结论性 意见的 具体分 析见本 通知书 的正⽂ 部分。
6・基 于上述 结论性 意见， 审查员 认为：
⼝申请 ⼈应当 按照通 知书正 ⽂部分 提出的 要求， 对 申请⽂ 件进⾏ 修改。
⼝申 请⼈应 当在意 见陈述 书中论 述其专 利申请 可以被 授予专 利权的 理由， 并对通 知书正 ⽂部分 中指出 的不符
合 规定之 处进⾏ 修改， 否则 将不能 授予专 利权。
区专 利申请 中没有 可以被 授予专 利权的 实质性 内容， 如果申 请⼈没 有陈述 理由或 者陈述 理由不 充分， 其申请

将被 驳回。

7・ 申请 ⼈应注 意下列 事项：
(1 )  根据 《专利 优先审 查管理 办法》 第 11 条、 第 12 条的 规定： 申请 ⼈答复 发明专 利审查 意见通 知书的

期 限为通 知书发 ⽂⽇起 2 个⽉， 如果 申请⼈ 逾期不 答复， 国家知 识产权 局可以 停⽌优 先审查 程序， 按 普通程
序 处理， 即 根据专 利法第 37 条的 规定， 申 请⼈应 当在收 到本通 知书之 ⽇起的 2 个 ⽉内陈 述意见 ，如果 申请⼈
⽆正 当理由 逾期不 答复， 其 申请将 被视为 撤回。

(2 )  申请⼈ 对其申 请的修 改应当 符合专 利法第 33 条的 规定， 不得超 出原说 明书和 权利要 求书记 载的范
围， 同时 申请⼈ 对专利 申请⽂ 件进⾏ 的修改 应当符 合专利 法实施 细则第 51 条第 3 款的 规定， 按 照本通 知书的
要 求进⾏ 修改。

(3 )  申请⼈ 的意见 陈述书 和/ 或修 改⽂本 应当邮 寄或递 交国家 知识产 权局专 利局受 理处， 凡未邮 寄或递

交给受 理处的 ⽂件不 具备法 律效⼒ 0

(4 )  未经 预约， 申请⼈ 和/ 或代理 ⼈不得 前来国 家知识 产权局 与审查 员举⾏ 会晤。
8・ 本 通知书 正⽂部 分共有 宣页， 并附 有下列 附件：
⼝ 引⽤的 对⽐⽂ 件的复 印件共 份 页。

审 查员： 王晓峰 联系 电话： 010-62089918 审查 部门： 电 学发明 审查部

纸件 申请， 回 函请寄 ： 100088 北 京市海 淀区蓟 门桥⻄ ⼟城路 6 号 国家 知识产 权局专 利局受 理处收
电⼦ 申请， 应当 通过电 ⼦专利 申请系 统以电 ⼦⽂件 形式提 交相关 ⽂件。 除 另有规 定外， 以纸 件等其 他形式 提交的
⽂件 视为未 提交。
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刁? 国 家知识 产权局
第 三次审 查意见 通知书

申请号 : 2018800006555

审查员 仔细审 阅了申 请⼈针 对前次 审查意 见通知 书提交 的意见 陈述以 及经过 修改的 申请⽂
件， 针对 性地引 ⼊了对 ⽐⽂件 2 ,  具体 作出如 下审查 意见：

1、 权 利要求 1 不 具备专 利法第 22 条第 3 款规 定的创 造性。
对 ⽐⽂件 2 （ 820 17/0 1790267 1） 公开 了⼀种 30 存储 器件， 并具体 公开了 （说 明书第

0005-0389 段， 附图 1 冬 76）：

半导 体衬底 9； 交替堆 叠层， 其设置 于半导 体衬底 9±； 电介 质结构 430, 垂 宜延伸 通过所

述 交替堆 叠层， 其 中所述 交替堆 叠层邻 接电介 质结构 430 的侧壁 表⾯， 并 且电介 质结构 430 由

电 介质材 料形成 （说 明书第 0216-0217 段， 附图 12 -128）； ⾄ 少两个 贯穿阵 列触点 488， 均垂
宜 延伸通 过电介 质结构 430； 以及⼀ 个或多 个沟道 结构， 其垂宜 延伸通 过所述 交替堆 叠层。

由此 可见， 该权利 要求相 对于对 ⽐⽂件 2 的 区别特 征是： 电介质 结构， 其在 所述半 导体衬

底的 隔离区 域上， ⾄ 少两个 贯穿阵 列触点 垂宜延 伸通过 多个隔 离区域 中的⼀ 个隔离 区域。 基于

此， 该权 利要求 实际要 解决的 技术问 题是如 何设置 贯穿阵 列触点 区域的 位置。

然⽽， 隔离 区域是 半导体 器件中 必需的 部件， 对 ⽐⽂件 2 也公 开了半 导体衬 底上的 浅沟槽
隔 离区域 720 以及下 层级电 介质层 760, 其中， 贯穿阵 列触点 488 穿 过⾄少 部分下 层级电 介质层

760 与 下层级 ⾦属互 连结构 780 连接 。将贯 穿叠层 的通孔 区域设 置在衬 底的隔 离区域 之上， 这是

本领域 的技术 ⼈员容 易做到 的常规 设置， 属 于公知 常识； 在此基 础上， 为 了与下 层级⾦ 属互连

结构电 连接、 实现 存储器 功能， 本领域 技术⼈ 员容易 做到将 贯穿阵 列触点 延伸通 过覆盖 了下层

级 ⾦属互 连结构 的隔离 区域。 因此， 在对 ⽐⽂件 2 的 基础上 结合公 知常识 从⽽获 得该权 利要求

请 求保护 的技术 ⽅案， 这 对于本 领域技 术⼈员 来说是 显⽽易 见的， 不需 要付出 创造性 劳动， 该
权 利要求 不具备 突出的 实质性 特点和 显蓍的 进步， 不 具备专 利法第 22 条第 3 款规 定的创 造性。

2、 权 利要求 2-11 不 具备专 利法第 22 条第 3 款规 定的创 造性。
对于权 利要求 2 ,  对 ⽐⽂件 2 公开了 外延层 11， 其形成 在所述 ⼀个或 多个沟 道结构 中的每

⼀个 与半导 体衬底 9 之间； 阶梯 结构， 其 设置于 所述交 替堆叠 层中； ⼀个或 多个接 触层， 其设

置于 所述⾄ 少两个 贯穿阵 列触点 488、 所述⼀ 个或多 个沟道 结构以 及⼀个 或多个 缝隙结 构上； 同

时， 在 沟道结 构上设 置刻蚀 停⽌插 塞以防 ⽌沟道 被刻蚀 损伤， 这是 本领域 的公知 常识。
对于权 利要求 3 ,  对 ⽐⽂件 2 公开了 所述电 介质结 构邻接 所述⾄ 少两个 贯穿阵 列触点 488

的侧壁 表⾯。
对于权 利要求 4， 对 ⽐⽂件 2 公开了 30 7 0 存储 器件。

对于权 利要求 5， 对 ⽐⽂件 2 公 开了所 述交替 堆叠层 包括电 介质层 和导体 层的交 替对。

纸件 申请， 回 函请寄 ： 100088 北 京市海 淀区蓟 门桥⻄ ⼟城路 6 号 国家 知识产 权局专 利局受 理处收
电⼦ 申请， 应当 通过电 ⼦专利 申请系 统以电 ⼦⽂件 形式提 交相关 ⽂件。 除 另有规 定外， 以纸 件等其 他形式 提交的
⽂件 视为未 提交。
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刁? 国 家知识 产权局
对于权 利要求 6， 对 ⽐⽂件 2 公开了 所述电 介质层 包括氧 化硅， 同时， 导体层 包括⾦ 属属于

公知 常识。

对于权 利要求 7， 对 ⽐⽂件 2 公 开了所 述导体 层包括 字线。

对于权 利要求 8-9, 对 ⽐⽂件 2 公开了 所述电 介质材 料是氧 化硅。

对于权 利要求 10, 对 ⽐⽂件 2 公 开了所 述电介 质结构 430 在所述 30  存储器 件内界 定了贯

穿 阵列接 触区域 （附图 11 -128）0

对于权 利要求 11， 设 置所述 电介质 结构具 有等于 或⼩于 所述隔 离区域 的覆盖 区是本 领域的

常 ⽤技术 ⼿段， 本领域 技术⼈ 员容易 做到根 据器件 实际情 况进⾏ 设置。

综上 所述， 在其 引⽤的 权利要 求不具 备创造 性的基 础上， 权 利要求 2-11 不 具备专 利法第 22

条第 3 款规 定的创 造性。

3、 权 利要求 12  不 具备专 利法第 22 条第 3 款规 定的创 造性。

对 ⽐⽂件 2 （ 侬 20 17/0 179026 ⼼） 公开 了⼀种 30 存 储器件 的制造 ⽅法， 并具体 公开了 （说

明书第 0005-0389 段， 附图 1 冬 76）：

在半导 体衬底 9 形成浅 沟槽隔 离区域 720； 在半导 体衬底 9 上设置 交替电 介质堆 叠层， 其包

括 第⼀电 介质层 和第⼆ 电介质 层对， 所述 第⼆电 介质层 与所述 第⼀电 介质层 不同， 具 体地， 基

于交 替电介 质堆叠 层来形 成交替 的导体 /电 介质堆 叠层； 形成 在所述 交替电 介质堆 叠层中 垂宜延

伸 的沟道 结构； 在所述 交替电 介质堆 叠层中 形成开 ⼝ 769, 其中， 利⽤电 介质层 填充所 述开⼝

769， 以形 成电介 质结构 430 作 为所述 30  存储 器件的 贯穿阵 列接触 区域； 去除所 述电介 质结构

430 部分， 形成垂 宜延伸 通过所 述电介 质结构 430 的 贯穿阵 列接触 开⼝； 利 ⽤导体 填充贯 穿阵列

接触 开⼝， 以在 所述贯 穿阵列 接触区 域中形 成贯穿 阵列接 触结构 488。

由此 可见， 该权利 要求相 对于对 ⽐⽂件 2 的 区别特 征是： 所 述开⼝ 暴露所 述隔离 结构， 去

除所 述隔离 结构的 部分， 宜到暴 露所述 衬底， 以形成 垂宜延 伸通过 所述电 介质结 构和所 述隔离

结构的 贯穿阵 列接触 开⼝， 所述 贯穿阵 列接触 结构接 触所述 衬底。 基 于此， 该权 利要求 实际要

解决的 技术问 题是如 何设置 贯穿阵 列触点 区域的 位置。

然⽽， 隔离 区域是 半导体 器件中 必需的 部件， 对 ⽐⽂件 2 也公 开了半 导体衬 底上的 浅沟槽

隔 离区域 720 以及下 层级电 介质层 760, 其中， 贯穿阵 列触点 488 穿 过⾄少 部分下 层级电 介质层

760 与 下层级 ⾦属互 连结构 780 连接 。将贯 穿叠层 的通孔 区域设 置在衬 底的隔 离区域 之上， 这是

本领域 的技术 ⼈员容 易做到 的常规 设置， 属 于公知 常识； 在此基 础上， 为 了与衬 底中的 互连结

构电 连接、 实现 存储器 功能， 本 领域技 术⼈员 容易做 到通过 去除部 分隔离 结构以 将贯穿 阵列触

点延伸 通过隔 离区域 并接触 衬底。 因此， 在对 ⽐⽂件 2 的基 础上结 合公知 常识从 ⽽获得 该权利

纸件 申请， 回 函请寄 ： 100088 北 京市海 淀区蓟 门桥⻄ ⼟城路 6 号 国家 知识产 权局专 利局受 理处收
电⼦ 申请， 应当 通过电 ⼦专利 申请系 统以电 ⼦⽂件 形式提 交相关 ⽂件。 除 另有规 定外， 以纸 件等其 他形式 提交的
⽂件 视为未 提交。
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刁? 国 家知识 产权局
要求请 求保护 的技术 ⽅案， 这 对于本 领域技 术⼈员 来说是 显⽽易 见的， 不需 要付出 创造性 劳动,

该 权利要 求不具 备突出 的实质 性特点 和显蓍 的进步 ，不 具备专 利法第 22 条第 3 款规 定的创 造性。

4、 权 利要求 13-20 不 具备专 利法第 22 条第 3 款规 定的创 造性。

对于权 利要求 13, 对 ⽐⽂件 2 公 开了： 在 形成所 述贯穿 阵列接 触开⼝ 之前， 所述⽅ 法还包

括： 形成在 所述交 替电介 质堆叠 层中垂 宜延伸 的缝隙 开⼝， 其中， 所述缝 隙开⼝ 暴露所 述衬底

的掺杂 区域； 利⽤导 体层通 过⼀个 或多个 缝隙开 ⼝替换 所述第 ⼆电介 质层， 以将 所述交 替电介

质堆叠 层转换 成交替 的电介 质/ 导体层 堆叠层 （对 ⽐⽂件 2 公 开了牺 牲层⼯ 艺）； 以及利 ⽤导体

填充 所述⼀ 个或多 个缝隙 开⼝， 以形成 在所述 交替的 电介质 / 导体层 堆叠层 中垂宜 延伸的 ⼀个或

多个缝 隙结构 76、 79。

对于权 利要求 14-15, 采⽤修 剪刻蚀 ⼯艺以 及⼲法 刻蚀⼯ 艺以在 交替电 介质堆 叠层中 形成阶

梯结构 是本领 域的常 ⽤技术 ⼿段。

对于权 利要求 16, 所述 电介质 层填充 的具体 ⼯艺是 本领域 的公知 常识。

对于权 利要求 17-18, 对 ⽐⽂件 2 公 开了利 ⽤所述 电介质 层填充 所述开 ⼝包括 形成氧 化硅。

对于权 利要求 19-20, 对 ⽐⽂件 2 公开 了所述 第⼀电 介质层 包括氧 化硅， 并且 所述第 ⼆电介

质层 包括氮 化硅。

综上 所述， 在其 引⽤的 权利要 求不具 备创造 性的基 础上， 权 利要求 13-20 不 具备专 利法第

22 条第 3 款规 定的创 造性。

5、 权 利要求 21 不 具备专 利法第 22 条第 3 款规 定的创 造性。

对 ⽐⽂件 2 （ 侬 20 17/0 179026 ⼼） 公开 了⼀种 30 存 储器件 的制造 ⽅法， 并具体 公开了 （说

明书第 0005-0389 段， 附图 1 冬 76）：
在半导 体衬底 9 上设置 交替电 介质堆 叠层， 其包括 第⼀电 介质层 和第⼆ 电介质 层对， 所述

第⼆电 介质层 与所述 第⼀电 介质层 不同， 具 体地， 基于交 替电介 质堆叠 层来形 成交替 的导体 /电

介质堆 叠层； 形成在 所述交 替电介 质堆叠 层中垂 宜延伸 的沟道 结构； 在所 述交替 电介质 堆叠层

中 形成开 ⼝ 769， 其中， 利⽤ 电介质 层填充 所述开 ⼝ 769， 以形 成电介 质结构 430 作 为所述 30

存储 器件的 贯穿阵 列接触 区域； 去除所 述电介 质结构 430 部分， 形 成垂宜 延伸通 过所述 电介质

结构 430 的 贯穿阵 列接触 开⼝； 利⽤导 体填充 贯穿阵 列接触 开⼝， 以在所 述贯穿 阵列接 触区域

中形 成贯穿 阵列接 触结构 488。
由此 可见， 该权利 要求相 对于对 ⽐⽂件 2 的 区别特 征是： 所 述开⼝ 暴露所 述隔离 结构， 所

述贯穿 阵列接 触区域 等于或 ⼩于所 述隔离 区域， 刻蚀 通过所 述隔离 区域以 形成暴 露所述 衬底的

贯穿阵 列接触 开⼝。 基 于此， 该 权利要 求实际 要解决 的技术 问题是 如何设 置贯穿 阵列触 点区域

纸件 申请， 回 函请寄 ： 100088 北 京市海 淀区蓟 门桥⻄ ⼟城路 6 号 国家 知识产 权局专 利局受 理处收
电⼦ 申请， 应当 通过电 ⼦专利 申请系 统以电 ⼦⽂件 形式提 交相关 ⽂件。 除 另有规 定外， 以纸 件等其 他形式 提交的
⽂件 视为未 提交。
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的 位置。

然⽽， 隔离 区域是 半导体 器件中 必需的 部件， 对 ⽐⽂件 2 也公 开了半 导体衬 底上的 浅沟槽

隔 离区域 720 以及下 层级电 介质层 760, 其中， 贯穿阵 列触点 488 穿 过⾄少 部分下 层级电 介质层

760 与 下层级 ⾦属互 连结构 780 连接 。将 贯穿叠 层的通 孔区域 设置在 衬底的 隔离区 域之上 并且使

其⼩ 于隔离 区域， 这是 本领域 的技术 ⼈员容 易做到 的常规 设置， 属 于公知 常识； 在此基 础上，

为了与 衬底中 的互连 结构电 连接、 实现 存储器 功能， 本领域 技术⼈ 员容易 做到通 过刻蚀 隔离结

构以形 成暴露 衬底的 贯穿阵 列触点 开⼝。 因此， 在对 ⽐⽂件 2 的基 础上结 合公知 常识从 ⽽获得

该权利 要求请 求保护 的技术 ⽅案， 这 对于本 领域技 术⼈员 来说是 显⽽易 见的， 不 需要付 出创造

性 劳动， 该权 利要求 不具备 突出的 实质性 特点和 显蓍的 进步， 不 具备专 利法第 22 条第 3 款规定

的创 造性。

6、 权 利要求 22-27 不 具备专 利法第 22 条第 3 款规 定的创 造性。

对于权 利要求 22， 对 ⽐⽂件 2 公 开了： 形 成垂宜 延伸通 过所述 交替电 介质层 的缝隙 开⼝，

其中， 所述 缝隙开 ⼝暴露 所述衬 底的掺 杂区域 （参 见图 140； 利⽤ 导体层 通过所 述缝隙 开⼝替

换 所述第 ⼆电介 质层， 以将所 述交替 电介质 堆叠层 转换成 交替的 电介质 /导 体层堆 叠层； 利⽤导

体 填充所 述缝隙 开⼝以 形成缝 隙结构 76、 79； 在 所述交 替电介 质堆叠 层中形 成阶梯 结构， 其中，

所述 阶梯结 构包括 层级； 在所 述阶梯 结构的 所述层 级中的 每个层 级上形 成字线 触点； 在 所述沟

道 结构和 所述缝 隙结构 之上形 成本地 触点； 以 及在所 述本地 触点、 每条字 线以及 每个贯 穿阵列

接 触结构 之上形 成⼀个 或多个 接触层 （参 见附图 17  冬 170。

对于权 利要求 23,  对 ⽐⽂件 2 公开 了所述 第⼀电 介质层 包括氧 化硅， 并且所 述第⼆ 电介质

层 包括氮 化硅。

对于权 利要求 24， 对 ⽐⽂件 2 公开 了开⼝ 采⽤⼲ 法刻蚀 形成。

对于权 利要求 25,  对 ⽐⽂件 2 公 开了利 ⽤所述 电介质 层填充 所述开 ⼝包括 形成氧 化硅。

对于权 利要求 26,  对 ⽐⽂件 2 公开 了所述 交替的 电介质 / 导体层 堆叠层 邻接所 述电介 质结构

430 的 侧壁。

对于权 利要求 27， 对 ⽐⽂件 2 公 开了所 述电介 质结构 430 邻接 每个贯 穿阵列 接触结 构的侧

壁 表⾯。

综上 所述， 在其 引⽤的 权利要 求不具 备创造 性的基 础上， 权 利要求 22-27 不 具备专 利法第

22 条第 3 款规 定的创 造性。

7、 权 利要求 28  不 具备专 利法第 22 条第 3 款规 定的创 造性。

对 ⽐⽂件 2 （ 820 17/0 1790267 1） 公开 了⼀种 30 存储 器件， 并具体 公开了 （说 明书第

纸件 申请， 回 函请寄 ： 100088 北 京市海 淀区蓟 门桥⻄ ⼟城路 6 号 国家 知识产 权局专 利局受 理处收
电⼦ 申请， 应当 通过电 ⼦专利 申请系 统以电 ⼦⽂件 形式提 交相关 ⽂件。 除 另有规 定外， 以纸 件等其 他形式 提交的
⽂件 视为未 提交。
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0005-0389 段， 附图 1 冬 76）：

具有浅 沟槽隔 离区域 720 的半导 体衬底 9； 交替堆 叠层， 具体 为导体/ 电介质 层对， 其设置

于半导 体衬底 9±； 电介 质结构 430, 垂宜 延伸通 过所述 交替堆 叠层， 其中 所述交 替堆叠 层邻接
电介 质结构 430 的侧壁 表⾯， 并 且电介 质结构 430 由电 介质材 料形成 （说 明书第 0216-0217 段,

附图 12 -128）； ⾄ 少两个 贯穿阵 列触点 488， 均垂宜 延伸通 过电介 质结构 430； 以及⼀ 个或多

个沟道 结构， 其垂宜 延伸通 过所述 交替堆 叠层。
由此 可见， 该权利 要求相 对于对 ⽐⽂件 2 的 区别特 征是： 电介质 结构， 其在 所述半 导体衬

底的 隔离区 域上， ⾄ 少两个 贯穿阵 列触点 垂宜延 伸通过 多个隔 离区域 中的⼀ 个隔离 区域。 基于

此， 该权 利要求 实际要 解决的 技术问 题是如 何设置 贯穿阵 列触点 区域的 位置。

然⽽， 隔离 区域是 半导体 器件中 必需的 部件， 对 ⽐⽂件 2 也公 开了半 导体衬 底上的 浅沟槽
隔 离区域 720 以及下 层级电 介质层 760, 其中， 贯穿阵 列触点 488 穿 过⾄少 部分下 层级电 介质层

760 与 下层级 ⾦属互 连结构 780 连接 。将贯 穿叠层 的通孔 区域设 置在衬 底的隔 离区域 之上， 这是

本领域 的技术 ⼈员容 易做到 的常规 设置， 属 于公知 常识； 在此基 础上， 为 了与下 层级⾦ 属互连

结构电 连接、 实现 存储器 功能， 本领域 技术⼈ 员容易 做到将 贯穿阵 列触点 延伸通 过覆盖 了下层

级 ⾦属互 连结构 的隔离 区域。 因此， 在对 ⽐⽂件 2 的 基础上 结合公 知常识 从⽽获 得该权 利要求

请 求保护 的技术 ⽅案， 这 对于本 领域技 术⼈员 来说是 显⽽易 见的， 不需 要付出 创造性 劳动， 该
权 利要求 不具备 突出的 实质性 特点和 显蓍的 进步， 不 具备专 利法第 22 条第 3 款规 定的创 造性。

8、 权 利要求 29-32 不 具备专 利法第 22 条第 3 款规 定的创 造性。
对于权 利要求 29, 对 ⽐⽂件 2 公 开了： 阶梯 结构， 其设置 于交替 的导体/ 电介 质堆叠 层中，

其中， 所述 阶梯结 构包括 层级， 在每个 层级上 具有导 体层； 字线 触点， 其 设置于 所述阶 梯结构

的每 个导体 层上； 本地 触点， 其设 置于每 个沟道 结构和 缝隙结 构上。
对于权 利要求 30， 对 ⽐⽂件 2 公开 了所述 电介质 结构邻 接每个 贯穿阵 列触点 488 的 侧壁表

⾯。
对于权 利要求 31， 对 ⽐⽂件 2 公开 了所述 电介质 结构包 括所述 30 存 储器件 的贯穿 阵列接

触 区域。
对于权 利要求 32, 对 ⽐⽂件 2 公开了 外延层 11， 其形成 在所述 ⼀个或 多个沟 道结构 中的每

⼀个 与半导 体衬底 9 之间； 同时， 在 沟道结 构上设 置刻蚀 停⽌插 塞以防 ⽌沟道 被刻蚀 损伤， 这

是 本领域 的公知 常识。
综上 所述， 在其 引⽤的 权利要 求不具 备创造 性的基 础上， 权 利要求 29-32 不 具备专 利法第

22 条第 3 款规 定的创 造性。

纸件 申请， 回 函请寄 ： 100088 北 京市海 淀区蓟 门桥⻄ ⼟城路 6 号 国家 知识产 权局专 利局受 理处收
电⼦ 申请， 应当 通过电 ⼦专利 申请系 统以电 ⼦⽂件 形式提 交相关 ⽂件。 除 另有规 定外， 以纸 件等其 他形式 提交的
⽂件 视为未 提交。
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国 家知识 产权局
基 于上述 理由， 本申 请的独 ⽴权利 要求以 及从属 权利要 求都不 具备创 造性， 同时说 明书中

也没 有记载 其他任 何可以 授予专 利权的 实质性 内容， 因⽽即 使申请 ⼈对权 利要求 进⾏重 新组合

和/或 根据说 明书记 载的内 容作进 ⼀步的 限定， 本申 请也不 具备被 授予专 利权的 前景。 如 果申请

⼈ 不能在 本通知 书规定 的答复 期限内 提出表 明本申 请具有 创造性 的充分 理由， 本申 请将被 驳回。

审查员 姓名: 王晓峰 审查 员代码 ： 160262

210403 纸件 申请， 回 函请寄 ： 100088 北 京市海 淀区蓟 门桥⻄ ⼟城路 6 号 国家 知识产 权局专 利局受 理处收
2019.4 电⼦ 申请， 应当 通过电 ⼦专利 申请系 统以电 ⼦⽂件 形式提 交相关 ⽂件。 除 另有规 定外， 以纸 件等其 他形式 提交的

⽂件 视为未 提交。
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